ダイヤモンド ハンドウタイ ノ  デンシデバイス ニ カンスル ケンキュウ by 小山 和博
ダイヤモンド半導体の電子デバイスに関する研究
著者 小山 和博





氏名(本籍) 小お や山ま 和かす ひ博ろ (茨城県)
学位の種類 博 士(工 学)





王 」フ主トご 筑波大学教授 理学博士 山崎 聡
高日 査 筑波大学教授 工学博士 山部紀久夫
高IJ 査 筑波大学教授 Ph.D 佐野伸行
高リ 査 物質材料研究機構


























4. nソ電極のコンタクトは P濃度を l()2Ocm:$のように非常に高くしたときでさえもオーミック性がない。こ











成した pnp トランジスタを試作した。その結果、エミッタ接地の電流増幅率が~ 10を示すなど、ダイヤモ
ンド半導体のバイポーラトランジスタにおいて、エミッタ接地にて電流が増幅することを世界で初めて実証
した。これによって、ダイヤモンドの電子デバイスの実用化の可能性を示した。
・ダイヤモンド半導体の電子デバイスを実用化するための課題について大まかに 6項目を述べた。 1つ自
はホッピングするダイヤモンド層やそれを使った電子デバイスで起こっている物理を理解し、性能向上につ
なげることである。 2つ目は n型の層のバルクの抵抗を下げることである。特にオーミック性をもたないコ
ンタクト抵抗を更に低減し、オーミック特牲を得る必要がある。 3つ自は現在限られている製造プロセスの
選択肢を増やし、電子デバイス構造設計の自由度を大きくすることであるo 4つBは本研究における試作と
評価で判明した漏れ電流の増加である。 5つ自は試作評価で判明した電極の剥がれ安さである。これら 4、5
は信頼性が低下につながるために原因を解明し対策しなければならない。 6つ呂は電子デバイスの製造原価
の低減である。低減のためにはダイヤモンド基板を大型化すること、さらには安価で格子定数が比較的ダイ
ヤモンドに近いシリコン上にヘテロエピタキシャル成長をするのが良策と思われる。
審査の結果の要旨
審査の質疑応答は、ダイヤモンド半導体の作製から、金属との接合、 PN接合、 p+-iザ接合、バイポーラ
ダイオードに関し広く行われた。特に、 n型ダイヤモンドと金属との接合に関して、いまだに完全なオーミッ
クが得られない理由についての議論を交わし、現在でも低抵抗な n型ダイヤモンドが得られていないことが
理由であり、さらなる n型ダイヤモンドの低抵抗化の努力が必要であるという、著者の意見が現段階では妥
当であると判断された。また、著者より、ダイヤモンド半導体の実用化に対する今後の課題が述べられ、そ
の課題の設定が妥当であると判断した。
論文審査ならびに最終試験の結果に基づき、著者は博士(工学)の学位を受けるに十分な資格を有するも
のと認める
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